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報告書データ / Report

概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

シリコン酸化膜のドライエッチングにおいて、シリコンとの高選択比ドライエッチ
ングプロセスは半導体デバイス製造プロセスにおいて広く用いられている。 本検討
では、C4F8及びArガスを用い高密度プラズマエッチング装置におけるエッチングガ
ス組成とシリコン酸化膜及びシリコン窒化膜のエッチングレートを測定したので報
告する。

実験
Experimental

シリコンウエハー上にTEOS酸化膜或はシリコン窒化膜をプラズマCVD装置で成膜
したサンプル及びシリコンウエハーを短冊状に切り出し、部分的にカプトンテープ
でマスキングしたサンプルを用いた。 エッチングレートはエッチング後の試料のエッ
チング領域と非エッチング領域の段差を接触式段差計で測定した結果から算出した。

結果と考察
Results and Discussion

Fig.１にガス組成とTEOS酸化膜，シリコン窒化膜，シリコンのエッチングレート及
び選択比との関係を示した。C4F8流量が3.5％以上でTEOS膜及びシリコン窒化膜の
エッチングレートはほぼ一定値を示し、TEOS／SiNの選択比は4～5の間で推移し
た。 高密度プラズマエッチング装置を用いたC4F8＋Arプラズマエッチングにおい
てC4F8ガス流量が５～１５％近辺でシリコン酸化膜のエッチングレートの変化がみ
られることが有るが、本検討では大きな変化は見られなかった。
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Fig.1 Etching Rate and Selectivity as a function of Gas Composition
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